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DL 2605
GROUPE SCR
Six SCR avec
réseau RCD de
protection aptes a
réaliser des
redresseurs
contrblés et
iNverseurs.

Caractéristiques
techniques:
Courant directe
moyenne

I, = 7,6 A max.

Valeur efficace du courant direct |, =12 A

Tension max. inverse repétitive U . = 800 V
Courant d’amorcage | ., = 15 mA max.
Tension d’ amorgage U . = 1,5V max.
I’t =72 A’%s
""""" . i DL 2608
MOSFET
L MOS de
puissance a
L 4 canal N &
enrichis-
E} sement avec e @
lJ diode inverse :
de protection o0
— (FRED, Fast
Recovery -3
&e——o Epitaxial
el Diode)
>y = employé en JJK
© @ interrupteur
vite dansles P
régulateurs a
commutation et dans les inverters. o——e
Caractéristiques techniques: Erfed
Tension drain-source U __ = 400 V « @

Courant continu de drain
|,=10A

Résistance drain-source dans
|’ état on Roson = 0,55 W
Tension gate-source U =+ 20V
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TRIAC
Thyristor
bidirectionnel '
employé pour le
contrble en z
courant }
aternatif.
Complet de —
réseau RC
d’ étouffement. o——@
Caractéristiques | ¢ @
techniques:
Vaeur efficace du courant direct
I =8A

TRMS

Courant de créte non répétitive
l.o = 70A,50Hz (77 A, 60 Hz)
Tension max. directe répétitive
U, =800V

Courant d’ amorcgage

|, = 25 mAmax. (tousles quadrants)
Tension d’amorcage

U, =25V max.

Courant de maintien

I, =25 mA max.

1%t =24 A%s

DL 2609

IGBT

Transistor bipolaire avec gate
isolé (IGBT) acanal N avec diode
inversé ultravite de protection
employé en interrupteur vite dans
les régulateurs & commutation et
danslesinverter.

Caractéristiques techniques:
Tension collecteur-émetteur
U, =600V

Courant continu de collecteur

l.=24AaT_=25°C
Tension de saturation

collecteur-émetteur U

=18V _al_=15A
YR c

CEsat

Tension gate-émetteur U _ =+ 20V
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